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Estudio sobre la sensibilidad en el analisis superficial de
materiales usando fotoelectrones de altas energias

Investigadores del Centro
Nacional de Aceleradores,
del ICMS, Espafia, del IFCO,
Espafia, del LARN, Bélgica y
la Linea espafiola SpLine del
Laboratorio Europeo de
Radiacion Sincrotron (ESRF,
UE) participan en un estudio
sobre la sensibilidad en el
analisis superficial de mate-
riales usando fotoelectro-
nes de altas energias.

El objetivo de este estudio
ha sido determinar, me-
diante la técnica de emision

de fotoelectrones inducida
por rayos-X de alta energia
(acrénimo en inglés
HAXPES), parametros poco
conocidos relacionados con
la sensibilidad de analisis de

esta técnica en materiales
compactos y porosos.

La espectroscopia de foto-
electrones es una técnica de
analisis empleada para de-
terminar la composicidn
quimica de un material en
sus capas atdémicas mas
superficiales.

En este contexto se han
evaluado por primera vez de
forma experimental factores
de sensibilidad de esta téc-
nica aplicables para el estu-
dio de materiales tipo didxi-
do de silicio tanto en forma
compacta como porosa.

Simulacidn de la dptica ionica de haces de particulas
cargadas en aceleradores destinados a espectrometria de

Miembros del grupo de
espectrometria de masas
con aceleradores, AMS, del
Centro Nacional de Acelera-
dores (Universidad de Sevi-
lla-Junta de Andalucia-CSIC),
han desarrollado simulacio-
nes de la dptica de haces de
particulas cargadas para
aceleradores AMS.

Este trabajo ha consistido
en la simulaciéon de la dptica
idnica de un haz de particu-
las cargadas a lo largo del
acelerador destinado a es-
pectrometria de masas del
CNA, wusando para ello
SRIM, el médulo de genera-
cion de haz S3M y éptica a
primer orden (aproximacion

masas

paraxial). Los resultados

obtenidos en tres puntos
distintos a lo largo del siste-
ma de AMS ponen de mani-
fiesto que dicha aproxima-
cion a primer orden es vali-
da.

Las simulaciones han dado
como resultado una estima-
cion del tamafio del haz en
distintos puntos del acelera-
dor, tales como la salida de

la fuente de iones y la ven-
tana de entrada del detec-
tor, asi como su comporta-
miento tras colisionar con
las moléculas del gas usado
como stripper (argoén). El
tamafio del haz asi estimado
ha sido comparado con ta-
mafios reales obtenidos
durante el uso rutinario del
sistema de AMS, obtenien-
do valores comparables.

Esta investigacion pone de
manifiesto la utilidad del
uso de simulaciones con
SRIM y S3M a la hora de
conocer el compartimiento
6ptico de los haces de iones
en los aceleradores tipo
AMS.
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Workshop sobre
Transferencia
Tecnoldgica en le CNA

El Centro Nacional de Fisica
de Particulas, Astroparticu-
las y Nuclear (CPAN) reunié
en el Centro Nacional de
Aceleradores a investigado-
res y empresas para estimu-
lar la transferencia de la
tecnologia desarrollada en
campos tales como la Fisica
Médica, Medio Ambiente,
tecnologias de la informa-
cidon, técnicas de vacio o
mecanizacion. Se dieron cita
20 empresas hacionales e
internacionales de estos
sectores.
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